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e vystupni (zat ovaci) proud tee jen jednim typem polovod
(vodivym kanaley neprochazi tedy ps PN pechod jako u bipolarniho
 proud ve vodivém kanalu jé&zen elektrickym polem — jde
o0 FET tranzistoryHKield Effect Transisto)
 vodivy kanal m e byt typu P nebo N — jde o FET s kanalem
N nebo P
» koncove elektrody maji nazv§source (zdrojova elektroda)
Drain (odvod naboj)
Gate (idici elektroda)



e pivyrob FET je planarni technologii v monokrystalu typu N @eb
P vytvo en vodivy kanal difuzi tak, aby rhvodivost opaného typu
ne monokrystal -substrat B (angl. Bulk — hlavni &st)

 substrat musi byt vodivspojen se Source, aby seé pzeni mohly
vym ovat nosie naboje mezi substratem a kanalem

 vysoka dotace P+ na kontaktnich plochach s kovowlektrodami
zabra uje vytvoeni zavrne vrstvy mezi kovem a polovodm



» Gate musi byt izolovan od kanalu, aby neprotékaligpnmezi
Source a Gate
e izolaci Ize realizovat dvojim zgobem:
e Izola ni vrstvou — jde o0 IGFET
* PN pechodem —jde o JF-ET



Princip innosti
* nazev IGFET (Insulated Gate FET)
e izola ni vrstva slou i pro oddeni Gate od kanalu
* na izolaci je nap&n kov (elektroda — Gate)

Podle izolani vrstvy a substratu se IGFETIdna:
1. MOSFET —(Metal Oxid Semiconductor FET)

- 1zola ni vrstva je SIQ, substrat tvd k emik
2. MISFET —(Metal Insulator Semiconductor FET)

- izola ni vrstva SiQ, substrat galliumarsenid
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Druhy IGFET tranzistor

* IGFET sezabudovanym (vestavnym) kanalem =ochuzovany
FET — kanal je vodivy i p U;~=0 — elektrické pole s vytla uje
nosi e naboj a piskrcuje tak kanal
* v IGFET s N kanalem pro {&>0 se zanou elektrony nasavat do kanalu
* v IGFET s N kanalem pro Ll<0 se zanou elektrony oderpavat
z kanalu —dOjde k ochuzenl kanalu 0 volne rm)SIabOJ

Sou rce Gate 4 Dram .
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Charakteristiky IGFET tranzistor se zabudovanym kanalem

P evodni charakteristiky Vystupni charakteristiky
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Druhy IGFET tranzistor

* IGFET sindukovanym kanalem = FET s obohacenym kanalem
kanal je nevodivy p U;~0 — vodivy kanal je nutno vytvi
piloenimnaptimeziSaG



Charakteristiky IGFET tranzistor s indukovanym kanalem

P evodni charakteristiky Vystupni charakteristiky
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Schématicke znaky IGFET tranzistor
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Pravidla p | manipulaci s IGFET tranzistory

e proto e elektroda Gate je galvanicky odieha od kanalu, me
se elektrostaticky nabijet na vysoke nap dojde kprora eni izolace

 p i transportu a skladovani je nutno spojit vyvod Gatstatnimi
vyvody — tyto vodive spoje lze odstranit a po zapajeanzistoru

* p i pajeni tchto tranzistor je t eba zajistit jejich ochranu pomoci
specialniho pracovist

 pro odstranni problem se vyrabi IGFET s ochrannymigp ovymi
diodami - transily
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Princip Innosti

e nazev JF-ET (junction FET, z angl. spojerdgio oznaované jakoPNFET

 vodivy kanal m e byt P nebo N astjsije kanal N kvli pohyblivosti elektron)

 elektroda Gate je vytvena z opaného polovodie ne je vodivy kanal
(vznikne v dy pechod PN)

* mezi Gate a vodivym kanalem je izolace vy®ia zavrnou vrstvou
PN pechodu (p spravne polarizaci)
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Princip Innosti

* U inny pr ez kanalu je tim mensiim vysSi je napi Gate — Source
o toto p edp ti mezi Gate — Source se nesmgpolovat, jinak by
se zruSila zawna vrstva
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